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Studi e conoscenze acquisite  
 
Titolo di studio: Diploma di Perito in Elettronica Industriale (1982,  ITIS Feltrinelli,Milano)  
Inglese:  buono parlato e scritto  
Sistemi informatici operativi: Windows 
Applicativi: Office (Excel, Access, Word , Project, PowerPoint) 
Corsi di Formazione ed Informazione in Materia di Sicurezza prot. UPP Milano n.° 029 del 
14/05/2013 e n.° 031 del 15/05/2013 
 
 

Posizione attuale 
 
Dal 2002: Collaboratore Tecnico per Ente di Ricerca presso il laboratorio MDM (Materiali e 
Dispositivi per la Microelettronica) dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi UOS di 
Agrate Brianza facente parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
http://www.mdm.imm.cnr.it/. 
Il Laboratorio è collocato nel sito di ST Microeletronics in Agrate Brianza. 
Nel 2003, con il personale specializzato di ST, è stato realizzato il nuovo Laboratorio, in questo 
ambito mi sono occupato delle parti inerenti a layout, predisposizione facilities, move e start up 
delle varie attrezzature. 
Ho allestito la camera gialla acquistando la strumentazione necessaria (Mask Aligner, Spinner, 
Cappe di processo, Plasma) ed avviato i processi con litografia ottica. 
Il 07/02/2006 mediante lettera di incarico certificata in seguito con protocollo n. 0016019 del 
03/10/2008 sono stato nominato Responsabile Tecnico-Gestionale della Camera Bianca. 
Ho la responsabilità degli aspetti tecnici, di manutenzione, di approvvigionamento e di processo 
sulle seguenti attrezzature: 
Mask Aligner 
Spinners 
Cappe di processo utilizzate per pulizia, attacchi chimici e sviluppo 
Plasma Cleaner 
Rapid Thermal Process 
Evaporatori a resistenza termica ed a fascio elettronico  
Sputtering 
Sono inoltre il referente in clean room per la sicurezza e la gestione dei rifiuti speciali e 
pericolosi del laboratorio. 

 
Nomina: 
 
Sono stato nominato Responsabile del Procedimento ai fini degli adempimenti connessi alle 
comunicazioni all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici mediante protocollo N. 0000560 del 
23/01/2013 

mailto:mario.alia@mdm.imm.cnr.it


Di  seguito ho elencato analiticamente le principali attività e servizi svolti  
 
 
Partecipazione a Progetti Scientifici 
 
Ho partecipato ai seguenti Progetti Scientifici Internazionali e Nazionali in qualità di tecnico di 
processo per la messa a punto, la realizzazione di dispositivi e per i training che si sono resi 
necessari a Studenti  e Dottorandi coinvolti come da lettera di Certificazione presentata dal 
Prof. Marco Fanciulli in qualità di Responsabile del Lab. MDM con Prot. n.°0004097 del 
20/05/2014 
 

Finanziati dall'Unione Europea: 
 

EMMA contratto N. 033751  tema “Emerging Materials for Mass-storage Architectures”, durata 
di 36 mesi decorrenza  1 settembre 2006, responsabile scientifico Prof. Marco Fanciulli;  
 
CHEMAPH contratto N. 27561 tema “Chemical Vapor Deposition of Cahlcogenide Materials for 
Phase -Change Memories”, durata 36 mesi decorrenza 1 gennaio 2006, responsabile scientifico 
Dott.ssa Claudia Wiemer;  
 
VERSATILE contratto n. 26714 tema "Vertically stacked memory cells based on heterojunctions 
made of hybrid organic/inorganic materials”, durata di 36 mesi decorrenza 01/02/2006, 
responsabile scientifico Dott.ssa Graziella Tallarida;  
 
REALISE contratto n. 16172 tema “Rare Earth oxide atomic layer depositin for innovations in 
electron ics”, durata 36 mesi decorrenza 01/04/2006 - 31/03/2009 responsabile scientifico Prof. 
Marco Fanciulli;  

GOSSAMER contratto n. 214431 tema “Gigascale Oriented Solid State flAsh Memory for 
EuRope”, durata 36 mesi decorrenza 01/01/2008 prorogato al 30/06/2011, responsabile 
scientifico Dott.ssa Sabina Spiga; 
 
CYBERRAT contratto n. 216528 tema “Brain-Chip Interface for High Resolution Bo-Directionale 
Communication”, durata 36 mesi decorrenza 01/01/2008 prorogato al 31/12/2011, responsabile 
scientifico Prof. Marco Fanciulli; 
 
AFSID contratto n. 214989 tema “Atomic functionalities on silicon devices ”, durata di 36 mesi e 
decorrenza 1 febbraio 2008 prorogato al 31/07/2011 responsabile scientifico Prof. Marco 
Fanciulli; 
 
MAGWIRE contratto n.  257707  tema  “Magnetic Nanowires for High Density Non Volatile 
Memories", durata 36 mesi decorrenza 01/10/2010- 30/09/2013 responsabile scientifico Dott. 
Roberto Mantovan;  
 
NANOPV contratto n. 246331 tema “Nanomaterials and Nanotechnology for advanced 
Photovoltaics”, durata 36 mesi decorrenza 01/03/2011 responsabile scientifico Dott. Michele 
Perego;  
 
2D-NANOLATTICES contratto n.  270749 tema “Strongly anisotropic Graphite-like 
semiconductor/dielectric 2D", durata prevista 36 mesi prorogato di 3 mesi decorrenza 
01/06/2011 - 31/08/2014 responsabile scientifico Dott. Alessandro Molle;   
 
SYNAPSE contratto n. 310339 tema "SYntesis and functionality of chalcogenide 
NAnostructures for PhaSe change memories", durata 36 mesi decorrenza 01/12/2012 
responsabile scientifico Dott. Massimo Longo.  
 
 



 
Finanziati dalla Fondazione Cariplo: 
 
ELIOS rif. n. 2008-2297 tema "Elettronica a livello atomico in nanostrutture di silicio", durata 
01/01/2009-31/12/2011 responsabile scientifico Prof. Marco Fanciulli;  
 
SPAM3 rif. n. 2008-2363 tema "Spin Polarized Advanced Materials for Magnetic Memories”, 
durata 01/02/2009 31/01/2012 responsabile scientifico Prof. Marco Fanciulli;  

 
 
Finanziati dal MIUR: 
 
FIRB  codice Protocollo RBIP06YSJJ tema "Memorie non volatili ad alta densità”, durata 
17/07/2009 - 18/04/2011 responsabile scientifico Prof. Marco Fanciulli;  
 
FIRB codice Protocollo RBAP115AYN tema “Ossidi nanostrutturati: mutli-funzionalità e 
applicazioni”, durata 22/02/2012 -21/02/2016 (è stata già richiesta e approvata la proroga di un 
anno) responsabile scientifico Prof. Marco Fanciulli.  
 
 

 

Progetti scientifici di collaborazione tra CNR-INFM-IMM ed Industria 
 
Contratto di Ricerca tra CNR-IMM e STMicroelectronics S.r.l. relativo al programma di ricerca 
“Advanced materials and characterization for MEMS and Smart Power devices” responsabile 
scientifico prof. Marco Fanciulli [1/09/2013-30/09/2014.] 
 
Contratto di Ricerca tra CNR-IMM e MICRON SEMICONDUCTOR ITALIA S.r.l. relativo al 
programma di ricerca “Advanced materials and characterization for the 45-32 nm technology 
nodes non-volatile memory devices and beyond” responsabile scientifico prof. Marco Fanciulli 
[1/1/2013-31/12/2013.] 
 
Contratto di Ricerca tra CNR-IMM e MICRON SEMICONDUCTOR ITALIA S.r.l relativo al 
programma di ricerca “Advanced materials and characterization for the 45-32 nm technology 
nodes non-volatile memory devices and beyond” responsabile scientifico prof. Marco Fanciulli 
[1/1/2012-31/12/2012.] 
 
Contratto di Ricerca tra CNR-IMM e Numonyx Italy S.r.l. relativo al programma di ricerca 
“Advanced materials and characterization for the 45-32 nm technology nodes non-volatile 
memory devices and beyond” responsabile scientifico prof. Marco Fanciulli [1/1/2011-
31/12/2011.] 
 
Contratto di Ricerca tra CNR-IMM e Numonyx Italy S.r.l. relativo al programma di ricerca 
“Advanced materials and characterization for the 45-32 nm technology nodes non-volatile 
memory devices and beyond” responsabile scientifico prof. Marco Fanciulli [1/1/2010-
31/12/2010.] 
 
Contratto di Ricerca tra CNR-INFM e Numonyx Italy S.r.l. relativo al programma di ricerca 
“Advanced materials and characterization for the 45-32 nm technology nodes non-volatile 
memory devices and beyond” responsabile scientifico prof. Marco Fanciulli [1/1/2009-
31/12/2009.] 
 
Contratto di Ricerca tra CNR-INFM e STMicroelectronics S.r.l. Italia relativo al programma di 
ricerca “Advanced materials and characterization for the 45 nm technology nodes non-volatile 
memory devices and beyond” responsabile scientifico prof. Marco Fanciulli [1/1/2008-
31/12/2008.] 



 
Contratto di Ricerca tra CNR-INFM e STMicroelectronics S.r.l. relativo al programma di ricerca 
“Advanced materials and characterization for the 45-32 nm technology nodes non-volatile 
memory devices and beyond” responsabile scientifico prof. Marco Fanciulli [1/1/2007-
31/12/2007] 
 
Contratto di Ricerca tra CNR-INFM e STMicroelectronics s.r.l. relativo all’esecuzione del 
programma di ricerca “Advanced materials and characterization for the 65-45 nm technology 
node non-volatile memory devices” responsabile scientifico prof. Marco Fanciulli [1/1/2006-
31/12/2006 ]. 
 
Contratto di Ricerca tra INFM e STMicroelectronics s.r.l. relativo al programma di ricerca 
“Materiali innovativi e tecniche di caratterizzazione avanzate per dispositivi di memoria non 
volatile con tecnologia a 45 nm” responsabile scientifico prof. Marco Fanciulli [1/1/2005-
31/12/2005]. 
 
Contratto di Ricerca tra INFM e STMicroelectronics s.r.l. relativo al programma di ricerca 
“Advanced materials and characterization for the 65-45 nm technology nodes non-volatile 
memory devices” responsabile scientifico prof. Marco Fanciulli [1/01/2004-31/12/2004]. 
 
 

 

Partecipazione alle seguenti commissioni: 
 
Incaricata all’acquisto ( Prot. n.° 0001658 del 09/06/2010) ed al Collaudo (Prot. n.° 0003073 del 
21/10/2010) del Sistema di Litografia della RAITH Gmbh da integrare al microscopio SEM 
ZEISS SUPRA40  
 
Incaricata all’acquisto, installazione e collaudo (Prot. n.° 0001073 del 07/03/2011)  di un 
sistema per Deposizione termica ad evaporazione assistita da fascio elettronico di film sottili di 
metalli e dielettrici 
 
Giudicatrice per l’aggiudicazione della procedura concorrenziale negoziata per la fornitura 
triennale di Elio Liquido (Prot. n.° 0002730 del 24/05/2012) 
 
Incaricata a procedere alle varie operazioni di dismissione di beni inventariati non più riparabili 
(Prot. 0004699 del 26/09/2012) 
 
Giudicatrice in qualità di presidente per l’aggiudicazione della procedura concorrenziale 
negoziata per la fornitura di un Sistema Mask Aligner (Prot. n.° 0003758 del 16/07/2012) e 
relativo collaudo (Prot. n.° 0005622 del 15/11/2012) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Articoli come coautore 
 
Author(s): Spiga, S (Spiga, S.); Lamperti, A (Lamperti, A.); Wiemer, C (Wiemer, C.); Perego, M 
(Perego, M.); Cianci, E (Cianci, E.); Tallarida, G (Tallarida, G.); Lu, HL (Lu, H. L.); Alia, M (Alia, 
M.); Volpe, FG (Volpe, F. G.); Fanciulli, M (Fanciulli, M.) 
Title: Resistance switching in amorphous and crystalline binary oxides grown by electron 
beam evaporation and atomic layer deposition 
Source: MICROELECTRONIC ENGINEERING, 85 (12): 2414-2419 DEC 2008 
 
Author(s): Lamperti, A (Lamperti, A.); Spiga, S (Spiga, S.); Lu, HL (Lu, H. L.); Wiemer, C 
(Wiemer, C.); Perego, M (Perego, M.); Cianci, E (Cianci, E.); Alia, M (Alia, M.); Fanciulli, M 
(Fanciulli, M.) 
Title: Study of the interfaces in resistive switching MID thin films deposited by both ALD 
and e-beam coupled with different electrodes (Si, Ni, Pt, W, TiN) 
Source: MICROELECTRONIC ENGINEERING, 85 (12): 2425-2429 DEC 2008 
 
Author(s): Lu, HL (Lu, H. L.); Scarel, G (Scarel, G.); Alia, M (Alia, M.); Fanciulli, M (Fanciulli, M.); 
Ding, SJ (Ding, Shi-Jin); Zhang, DW (Zhang, David Wei) 
Title: Spectroscopic ellipsometry study of thin NiO films grown on Si (100) by atomic 
layer deposition 
Source: APPLIED PHYSICS LETTERS, 92 (22): Art. No. 222907 JUN 2 2008 
 
Author(s): Scarel, G (Scarel, G.); Debernardi, A (Debernardi, A.); Tsoutsou, D (Tsoutsou, D.); 
Spiga, S (Spiga, S.); Capelli, SC (Capelli, S. C.); Lamagna, L (Lamagna, L.); Volkos, SN 
(Volkos, S. N.); Alia, M (Alia, M.); Fanciulli, M (Fanciulli, M.) 
Title: Vibrational and electrical properties of hexagonal La2O3 films (vol 91, art no. 
102901, 2007) 
Source: APPLIED PHYSICS LETTERS, 91 (18): Art. No. 189901 OCT 29 2007 
 
Author(s): Scarel, G (Scarel, G.); Debernardi, A (Debernardi, A.); Tsoutsou, D (Tsoutsou, D.); 
Spiga, S (Spiga, S.); Capelli, SC (Capelli, S. C.); Lamagna, L (Lamagna, L.); Volkos, SN 
(Volkos, S. N.); Alia, M (Alia, M.); Fanciulli, M (Fanciulli, M.) 
Title: Vibrational and electrical properties of hexagonal La2O3 films 
Source: APPLIED PHYSICS LETTERS, 91 (10): Art. No. 102901 SEP 3 2007 
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Control of filament size and reduction of reset current below 10 micronA in NiO 
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Solid-State Electronics 58 (2011) 42–47 
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Reconstruction dependent reactivity of As-decapped In0.53Ga0.47As(001) 
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Dipartimento 
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